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(57) Abstract: The invention relates to a carrier
plate (1) which has a substrate (2) and at least one
strip conductor (3). The strip conductor (3) has a
first layer (41), which is applied directly to the
substrate (2), and a second layer (42), which is
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arranged on the first layer (41). The second layer
(42) has a supply region (421) and a solder region
(422). Furthermore, the second layer (42) is
completely disconnected between the supply
region (421) and the solder region (422). The
invention further relates to a device having a
carrier plate (1) and having an electrical
component (7) arranged on the carrier plate (1),
and to a method for producing a carrier plate (1).

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Tragerplatte
(1) angegeben, die ein Substrat (2) und zumindest
eine Leiterbahn (3) aufweist. Die Leiterbahn (3)
weist eine erste Schicht (41) auf, die unmittelbar
auf dem Substrat (2) aufgebracht ist, sowie eine
zweite Schicht (42), die auf der ersten Schicht (41)
angeordnet ist. Die zweite Schicht (42) weist einen
Zuleitungsbereich (421) und einen Létbereich

(422) auf. Des Weiteren ist die zweite Schicht (42)
zwischen dem Zuleitungsbereich (421) und dem
[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Létbereich (422) vollstidndig unterbrochen. Weiterhin werden eine Vorrichtung mit einer Tragerplatte (1) und mit einem auf der
Tragerplatte (1) angeordneten elektrischen Bauelement (7) sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Tragerplatte (1) angegeben.
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Beschreibung

Tragerplatte, Vorrichtung mit Trédgerplatte sowie Verfahren

zur Herstellung einer Tragerplatte

Es wird eine Tragerplatte angegeben. Weiterhin werden eine
Vorrichtung mit einer Tragerplatte und einem auf der
Tragerplatte angeordneten elektrischen Bauelement sowie ein

Verfahren zur Herstellung einer Tragerplatte angegeben.

Bei der Anbindung von Halbleiterchips mit einer Vielzahl wvon
Kontakten, so genannten Inputs und OQOutputs (,I0s%), an ein
Substrat wird ein sogenanntes ,Fan-Out“ oder ,Fan-In™
bendtigt, um alle Inputs beziehungsweise Outputs anzubinden,
weil Durchkontaktierungen, so genannte Vias, in Substraten
nicht anndhernd in der Dichte wie die Inputs beziehungsweise
Outputs auf einem Halbleiterchip realisierbar sind. Beim
,Fan-0ut™ oder ,Fan-In"“ werden Leiterbahnziige dabei
auseinandergespreizt oder zusammengezogen, was auch als

,Umverdrahten™ bezeichnet wird.

Ublicherweise bendtigt jedes ,Fan-In“ oder ,Fan-Out“ einen so
genannten Lotstopplack (,solder stop“), da Lot beim
Umschmelzen (,reflow soldering"™) ansonsten undefiniert iber
die Leiterbahn weglaufen wirde. Beim Flip-Chip-Bonden wiirde
dies zu einem Einfallen der Lotkugeln (,solder bumps™)
fiihren, was in der Fachsprache auch als ,collapsing™
bezeichnet wird. Als Lotstopplack wird beispielsweise eine
Schicht aus einem schlecht benetzbaren Polymer verwendet,
Uber das das Lot nicht weglauft. Aufgrund der erforderlichen
Genauigkeit muss die Polymerschicht fotostrukturiert werden.
Ublicherweise werden beim Einsatz von Létstopplack sowohl so

genannte SMD-Anordnungen (SMD: ,solder mask defined™) als
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auch so genannte NSMD-Anordnungen (,non-solder mask defined™)
verwendet, wobei Lotbereiche bei einer SMD-Anordnung durch
eine Lotstoppmaske (,solder mask™) vorgegeben werden,
wohingegen bei der NSMD-Anordnung die Lotbereiche durch die

Leiterbahnziige selbst bestimmt werden.

Es ist eine zu losende Aufgabe zumindest einiger
Ausfihrungsformen, eine Tragerplatte anzugeben, die im
Vergleich zu bekannten Tradgerplatten verbesserte
Eigenschaften aufweist und zudem kostengiinstig herstellbar
ist. Weitere Aufgaben zumindest einiger Ausfihrungsformen
sind es, eine Vorrichtung mit einer Tragerplatte und einem
auf der Tragerplatte angeordneten elektrischen Bauelement
sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Tragerplatte

anzugeben.

Diese Aufgaben werden durch Gegenstédnde und ein Verfahren
gemdl den unabhdngigen Patentanspriichen geldst. Vorteilhafte
Ausfiihrungsformen und Weiterbildungen der Gegenstande
beziehungsweise des Verfahrens gehen weiterhin aus den
abhdngigen Patentanspriichen, der nachfolgenden Beschreibung

und den Zeichnungen hervor.

Eine Tragerplatte gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist
ein Substrat und zumindest eine Leiterbahn auf. Das Substrat
welist vorzugsweise ein organisches oder ein keramisches
Material auf. Beispielsweise kann das Substrat eine
Leiterplatte, wie zum Beispiel eine FR4-Leiterplatte, sein.
Weiterhin ist es mdéglich, dass das Substrat eine LTCC-, eine
HTCC-, oder eine MLV-Keramik aufweist oder daraus besteht.
Dabei steht LTCC fiur ,low temperature cofired ceramics™, also
fiir Keramiken, die typischerweise bei Temperaturen unter

1000°C gesintert werden, HTCC fur ,high temperature cofired
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ceramics™, das heiBt fiir Keramiken, die typischerweise bei
Temperaturen uUber 1000°C gesintert werden, und MLV fur
.multi-layer varistor™ (Vielschichtvaristor). Die zumindest
eine Leiterbahn ist auf einer Oberflache des Substrats

aufgebracht.

Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform weist die Leiterbahn
eine erste Schicht auf, die unmittelbar auf dem Substrat
aufgebracht ist. Die erste Schicht kann hier und im Folgenden
auch als ,Grundmetallisierung"® oder als
~Grundmetallisierungsschicht™ bezeichnet werden.
Beispielsweise kann die erste Schicht Kupfer oder Silber oder
eine Kombination daraus aufweisen oder aus einem dieser
Materialien bestehen. Die Leiterbahn weist weiterhin eine
zweite Schicht auf, die auf der ersten Schicht angeordnet
ist. Vorzugsweise handelt es sich bei der zweiten Schicht um
die oberste, am weitesten vom Substrat der Tragerplatte
entfernte Schicht der Leiterbahn. Die zweite Schicht kann
hier und im Folgenden auch als ,finale Metallisierung™, als
~finale Metallisierungsschicht™ oder als

+Metallisierungsfinish™ bezeichnet werden.

Beispielsweise kann die zweite Schicht direkt auf der ersten
Schicht aufgebracht sein. Des Weiteren ist es moglich, dass
zwischen der ersten und der zweiten Schicht eine oder mehrere
weitere Schichten angeordnet sind. Vorzugsweise weist die
zweite Schicht ein von der ersten Schicht verschiedenes
Material auf. Die zweite Schicht kann zum Beispiel Gold
aufweisen oder aus Gold bestehen. Beigpielsweise kann es sich
dabei um so genanntes ,Flashgold™ handeln, das heilRt um eine
diinne, zum BReispiel maximal 120 nm dicke, im Allgemeinen

schnell aufgebrachte Goldoberflache, die insbesondere zum
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Loten verwendet wird, wie zum Beispiel so genanntes ,direct

immersion gold™ (DIG).

Gemdl einer weiteren Ausfithrungsform weist die zweite Schicht
einen Zuleitungsbereich und einen Lotbereich auf, wobei die
zweite Schicht zwischen dem Zuleitungsbereich und dem
Lotbereich vollstédndig unterbrochen ist. Das kann
insbesondere bedeuten, dass in dem zwischen dem
Zuleitungsbereich und dem Loétbereich angeordneten
unterbrochenen Bereich keine zweite Schicht vorhanden ist.
Vorzugsweise ist die zweite Schicht im unterbrochenen Bereich
entfernt. Der Lotbereich kann insbesondere zum Aufbringen
eines Lots, beispielsweise in Form einer Lotkugel, vorgesehen
sein, mittels dessen ein Kontakt beispielsweise eines
Halbleiterchips kontaktiert werden kann, wahrend der
Zuleitungsbereich einen so genannten ,Fan-In“ oder ,Fan-Out®“

oder zumindest einen Teil davon bilden kann.

Vorzugsweise ist die erste Schicht unterhalb des
unterbrochenen Bereichs durchgangig. Beispielsweise kann die
zweite Schicht im unterbrochenen Bereich entfernt sein, wobei
die darunter gelegene erste Schicht in diesem Rereich

keinerlei Unterbrechung aufweist.

Bei einer hier beschriebenen Tradgerplatte kann
vorteilhafterweise mittels des unterbrochenen Bereichs der
zweiten Schicht in diesem Bereich der Leiterbahn die
Benetzbarkeit der Leiterbahn verringert werden, so dass der
unterbrochene Bereich als Ldétstopp wirkt. Beispielsweise ist
bei einer Metallisierung mit den Schichtenfolgen Ni/Pd/Au
oder Ni/Au gerade das in der obersten, das heiBt in der
zweiten Schicht enthaltene Gold bzw. Flashgold fir eine hohe

Benetzbarkeit verantwortlich. Durch Entfernen eines Bereichs
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zumindest der zweiten Schicht, also der obersten,
beispielsweise Gold enthaltenden Schicht, im unterbrochenen
Bereich kann somit die hohe Benetzbarkeit der Leiterbahn, die
zu einem oben beschriebenen Einfallen der Lotkugel fihren

kann, gesenkt werden.

Dadurch kann eine hier beschriebene Tréadgerplatte
kostenglinstig hergestellt werden, da auf teuren Lotstopplack,
der verschiedene Anforderungen erfiillen muss, verzichtet
werden kann. Beispielsweise miisste ein solcher Létstopplack
ausreichend Haftfestigkeit sowohl auf dem Substrat als auch
auf der Metallisierung aufweisen. Des Weiteren miisste der
Lotstopplack so dinn sein, dass Flip-Chips unterfiillt werden

kénnen und sollte zusdtzlich etwaige Galvanikbader aushalten.

Darliber hinaus kann bei der hier beschriebenen Tragerplatte
auf zusatzliche, kostenintensive Fotoprozesse verzichtet
werden, bei denen insbesondere aufgrund unterschiedlicher
Reflexion von Substrat und Metallisierung ein sehr enges

Prozessfenster beim Belichten gegeben ist.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform ist ein Teil der zweiten
Schicht in dem unterbrochenen Bereich mittels eines Lasers
abgetragen. Beispielsweise kann zur Abtragung ein CO;-Laser
oder ein UV-Laser verwendet werden. Vorteilhafterweise kann
bei dem eingesetzten Laser durch die Wahl der Wellenlédnge
eine Absorption in den verschiedenen Materialien
beziehungsweise in den verschiedenen Schichten sehr selektiv
gesteuert werden. Dadurch konnen ganz gezielt ausgewahlte
Schichten abgetragen werden, ohne darunter liegende Schichten

und/oder das Substrat zu belasten.
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Gemdl einer weiteren Ausfithrungsform ist unterhalb des
unterbrochenen Bereichs zumindest ein Teilbereich der ersten
Schicht oxidiert. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht
werden, dass bis zur ersten Schicht, also bis zur
Grundmetallisierung, durchgelasert wird, dass also die erste
Schicht durch den Laser, der zu Herstellung der Unterbrechung
der zweiten Schicht verwendet wird, zumindest oberfldchlich
beeinflusst, nicht aber durchtrennt wird. Durch die
Einwirkung des Lasers kann sich eine Oxidierung zumindest in
einem Teilbereich der Oberflache der ersten Schicht bilden.
Durch den oxidierten Teilbereich der z.B. Kupfer enthaltenden
Grundmetallisierung kann sich der Vorteil ergeben, dass
dieser zusatzlich als Solder-Stop wirkt, da Lot den
oxidierten Teilbereich schlecht benetzen kann. Weiterhin ist
es moglich, die erste Schicht chemisch zu oxidieren oder
anderweitig chemisch zu behandeln, so dass die erste Schicht

schlecht benetzend wird.

Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform weist die Leiterbahn
eine dritte Schicht auf, die zwischen der ersten und der
zweiten Schicht angeordnet ist. Die dritte Schicht grenzt
vorzugsweise direkt an die erste Schicht der Leiterbahn an.
Weiterhin kann die dritte Schicht direkt an die zweite
Schicht der Leiterbahn angrenzen. Darliber hinaus ist es aber
auch moéglich, dass eine oder mehrere weitere Schichten
zwischen der dritten und der zweiten Schicht angeordnet sind.
Die dritte Schicht weist beispielsweise Nickel auf oder
besteht aus Nickel. Vorteilhafterweise kann Nickel als
Diffusionssperre wirken und verhindern, dass die
Grundmetallisierung durch ein Lot, wie zum Beispiel ein
bleifreies Zinn-, Silber- oder Kupferlot, aufgeldst wird (so

genanntes ,Bleaching™ oder ,Ablegieren™).
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Gemdl einer weiteren Ausfithrungsform ist die dritte Schicht
unterhalb des unterbrochenen Bereichs durchgangig.
Beispielsweise kann mittels Wahl der geeigneten Wellenlange
des Lasers gezielt ein Teil der zweiten Schicht im
unterbrochenen Bereich entfernt werden, ohne jedoch auch die
unter der zweiten Schicht liegende dritte Schicht zu

entfernen.

Gemdl einer weiteren Ausfithrungsform ist die dritte Schicht
unterhalb des unterbrochenen Bereichs unterbrochen. Somit
kann zum Beispiel mittels des Lasers gezielt im
unterbrochenen Bereich ein Teil der zweiten Schicht entfernt
sein und unterhalb des unterbrochenen Bereichs auch ein Teil
der dritten Schicht entfernt sein, wobei die darunter
gelegene erste Schicht beispielsweise nicht beschaddigt oder

alternativ wie oben beschrieben oxidiert 1ist.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform weist die Leiterbahn
eine vierte Schicht auf, die zwischen der zweiten und der
dritten Schicht angeordnet ist. Vorzugsweise grenzt die
vierte Schicht dabei sowohl an die zweite als auch an die
dritte Schicht der Leiterbahn an. Die vierte Schicht kann
beispielsweise Palladium aufweisen oder aus Palladium
bestehen. Vorzugsweise ist die vierte Schicht unterhalb des
unterbrochenen Bereichs der zweiten Schicht unterbrochen.
Beispielsweise konnen die zweite Schicht im unterbrochenen
Bereich und die vierte Schicht unterhalb des unterbrochenen
Bereichs mittels eines Lasers entfernt sein, wobeil die dritte
Schicht unterhalb des unterbrochenen Rereichs durchgédngig
oder ebenfalls unterbrochen sein kann. In einer alternativen
Ausfihrungsform ist die vierte Schicht unterhalb des
unterbrochenen Bereichs durchgangig, wobei die darunter

liegende dritte Schicht ebenfalls durchgangig ist. Diese
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Konstellation kann beispielsweise erreicht werden, indem nur

die zweite Schicht im unterbrochenen Bereich entfernt ist.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform weist eine durch eine
oder mehrere unterbrochene Schichten freigelegte Schicht der
Leiterbahn eine geringere Benetzbarkeit auf als die
unmittelbar dariiber angeordnete Schicht. Beispielsweise
kénnen mittels eines Lasers ganz gezielt diejenigen Schichten
im beziehungsweise unterhalb des unterbrochenen Bereichs
entfernt sein, die eine hohe Benetzbarkeit aufweisen. Dadurch
kann auch ohne den Einsatz eines teuren L&tstopplacks ein

effizienter Lotstopp erzielt werden.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform ist der Lotbereich
zumindest teilweise von einem Lot bedeckt. Reispielsweise
kann der Lotbereich zumindest zu einem Teil von einer auf dem
Lotbereich angeordneten Lotkugel (,solder bump“) bedeckt
sein. Mittels des unterbrochenen Bereichs einer oder mehrerer
Schichten der Leiterbahn kann verhindert werden, dass das auf

den Ldtbereich aufgebrachte Lot wegflielt.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform weist die Leiterbahn an
einem dem Lotbereich entgegen gesetzten Ende des
Zuleitungsbereichs einen weiteren Ldtbereich auf.
Vorzugsweise ist der Zuleitungsbereich wiederum mittels eines
unterbrochenen Bereichs von dem weiteren Lotbereich getrennt.
Der weitere Lotbereich ist dabei vorzugsweise ebenfalls

zumindest teilweise von einem Lot bedeckt.

Gemdl einer weiteren Ausfihrungsform ist die Tragerplatte
frei von Lotstopplack. Vorteilhafterweise kann wie oben
ausgefiihrt bei einer hier beschriebenen Tragerplatte auf das

Aufbringen von Létstopplack verzichtet werden, wodurch die
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bei der Herstellung der Tragerplatte entstehenden Kosten

verringert werden kénnen.

Gemal zumindest einer weiteren Ausfihrungsform weist eine
Vorrichtung eine Tragerplatte sowie ein auf der Tragerplatte
angeordnetes elektrisches Bauelement auf. Das elektrische
Bauelement kann insbesondere ein Halbleiterbauelement,
beispielsweise ein Halbleiterchip in Form eines
oberfldchenmontierbaren Bauelements oder eines Flip-Chips
sein. Weiterhin kann es sich bei dem elektrischen Bauelement
um ein Bauelement handeln, das mittels einer so genannten
LsUnder-Bump-Metallisierung™ (UBM), die zum Beispiel direkt
mit einer oder mehreren Leiterbahnen verbunden ist, auf einem

Trager befestigt ist.

Die Vorrichtung kann eine Tragerplatte mit einem oder
mehreren Merkmalen der vorgenannten und der weiteren

Ausfihrungsformen umfassen.

Gemal einer Ausfihrungsform weist die Tragerplatte ein
Substrat und eine Mehrzahl von Leiterbahnen auf. Vorzugsweise
sind die Leiterbahnen jeweils auf dem Substrat aufgebracht.
Vorzugsweise weisen die Leiterbahnen jeweils eine erste
Schicht auf, die unmittelbar auf dem Substrat aufgebracht
sind, sowie Jjeweils eine auf der ersten Schicht angeordnete
zweite Schicht. Insbesondere kann jede der Leiterbahnen gemal
den vorab beschriebenen Ausfiihrungsformen fiir die zumindest

eine Leiterbahn ausgebildet sein.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform weisen die zweiten
Schichten der Mehrzahl der Leiterbahnen insbesondere jeweils

einen Zuleitungsbereich und einen Lotbereich auf, wobei die
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zwelten Schichten jeweils zwischen dem Zuleitungsbereich und

dem L&tbereich vollstadndig unterbrochen sind.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform definieren die
Lotbereiche der Mehrzahl der Leiternbahnen eine Fl&che, die
einen Anschlussbereich flir das elektrische Bauelement bildet.
Beispielsweise kann eine Mehrzahl von Lotbereichen eine
Flache einer beliebigen Form, wie zum Beispiel ein Quadrat
oder ein Rechteck, definieren, wobei das elektrische
Bauelement auf diese Fldche angeordnet und befestigt werden

kann.

Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform ist das elektrische
Bauelement mittels Lot mit den Lotbereichen verbunden.
Dadurch kann das elektrische Bauelement sowohl mechanisch auf
der Tragerplatte befestigt als auch elektrisch mit
Leiterbahnen auf der Tradgerplatte verbunden sein.
Vorzugsweise sind die Zuleitungsbereiche auBerhalb des

Anschlussbereichs frei von Lot.

Gemal zumindest einer weiteren Ausfihrungsform wird bei einem
Verfahren eine Tragerplatte hergestellt. Die Tragerplatte
kann eines oder mehrere Merkmale der vorgenannten
Ausfihrungsformen aufweisen. Insbesondere gelten die vorher
und die im Folgenden beschriebenen Ausfihrungsformen
gleichermalen fiir die Tragerplatte und fliir das Verfahren zur

Herstellung der Tragerplatte.

Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform wird eine Tragerplatte
bereitgestellt, die ein Substrat und zumindest eine
Leiterbahn aufweist. Die Leiterbahn weist vorzugsweise eine

erste Schicht auf, die unmittelbar auf dem Substrat
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aufgebracht ist, sowie eine zweite Schicht, die auf der

ersten Schicht angeordnet ist.

In einem weiteren Verfahrensschritt wird ein Bereich der
zweiten Schicht abgetragen, sodass die zweite Schicht
zwischen dem Zuleitungsbereich und dem Lotbereich vollstandig
unterbrochen ist. Weiterhin ist es mdéglich, eine dritte
und/oder eine vierte zwischen der ersten und der zweiten
Schicht angeordnete Schicht im unterbrochenen Bereich

abzutragen.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform erfolgt das Abtragen
mittels Laserablation. Vorzugsweise wird dabei, wie bereits
oben beschrieben, ein Laser mit einer geeigneten Leistung und
Wellenldnge verwendet. Dabei kann beispielsweise ein CO,-

Laser oder ein UV-Laser zum Einsatz kommen.

Mittels des Lasers kodnnen vorteilhafterweise ausgewdhlte
Schichten sehr gezielt abgetragen werden, ohne darunter
liegende Schichten und/oder das Substrat zu belasten.
Weiterhin hat das hier beschriebene Verfahren den Vorteil,
dass eine Umverdrahtung direkt auf dem Substrat gemacht
werden kann, ohne diese in innere Lagen im Substrat zu
vergraben, das heilt eine Létstelle kann auf der Oberflache
des Substrats mit dem Leiterzug verbunden werden. Dadurch
kann Platz innerhalb der Tragerplatte eingespart und die

Integrationsdichte erhdht werden.

Vorzugsweise kann das hier beschriebene Verfahren
insbesondere bei Tragerplatten, die eine Oberfldche mit hoch
aufgelodst strukturierten Leiterbahnen bendtigen, zum Einsatz

kommen.
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Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausfithrungsformen der
Tragerplatte sowie der die Tragerplatte umfassenden
Vorrichtung ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung

mit den Figuren 1 bis 6 beschriebenen Ausfihrungsformen.

Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Aufsicht auf eine Tragerplatte
gemall einem Ausfihrungsbeispiel,

Figur 2 einen schematischen Querschnitt einer Tréagerplatte
mit einer Leiterbahn gemal einem weiteren
Ausfihrungsbeispiel,

Figur 3 einen Ausschnitt einer schematischen Aufsicht auf
eine Leiterbahn einer Tragerplatte gemal einem
weiteren Ausfihrungsbeispiel,

Figur 4 eine Aufsicht auf eine Vorrichtung mit einer
Tragerplatte und einem darauf angeordneten
elektrischen Bauelement gemal einem weiteren
Ausfiihrungsbeispiel, und

Figuren 5 und 6 schematische Darstellungen von Verfahren zur
Herstellung einer Tragerplatte gemal weiteren

Ausfihrungsbeispielen.

In den Ausfihrungsbeispielen und Figuren kdénnen gleiche oder
gleich wirkende Bestandteile jeweils mit den gleichen
Bezugszeichen versehen sein. Die dargestellten Elemente und
deren GroBlenverhdaltnisse untereinander sind grundsdtzlich
nicht als maRstabsgerecht anzusehen. Vielmehr kdnnen einzelne
Elemente wie zum Beispiel Schichten, Bauteile und Bereiche
zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum besseren
Verstandnis libertrieben dick oder grol dimensioniert

dargestellt sein.
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In Figur 1 ist eine Tragerplatte 1 gemal einem
Ausfiihrungsbeispiel dargestellt. Die Tréagerplatte 1 weist ein
Substrat 2 aus einer LTCC-Keramik und eine Mehrzahl von
Leiterbahnen 3, die auf dem Substrat 2 angeordnet sind, auf.
Alternativ kann das Substrat 2 auch eine HTCC- oder MLV-
Keramik oder eine Leiterplatte, zum Beispiel eine FR4-
Leiterplatte, sein. Die einzelnen Leiterbahnen 3 weisen
jeweils einen Lotbereich 422, einen unterbrochenen Bereich
423 sowie einen Zuleitungsbereich 421 auf, wie in Verbindung
mit den folgenden Ausfiihrungsbeispielen beschrieben ist.
Weiterhin weist die Tradgerplatte 1 eine Mehrzahl von
Metallisierungen 10 sowie Vias 9 auf, die dem Anschluss von

elektrischen Bauteilen dienen kénnen.

Die Lotbereiche 422 der Leiterbahnen bilden eine Flache, die
einen Anschlussbereich flir ein elektrisches Bauelement
bildet, wahrend die Zuleitungsbereiche Umverdrahtungen
bilden. Die Anzahl, die Form, die Anordnung und der Verlauf
der Leiterbahnen 3 sowie der weiteren Komponenten der
gezeigten Tragerplatte 1 sind rein beispielhaft und nicht

beschrankend zu verstehen.

In Figur 2 ist eine Tragerplatte 1 gemal einem weiteren
Ausfiihrungsbeispiel gezeigt, die beispielsweise ein
Querschnitt eines Teilbereichs der Tragerplatte 1 aus Figur 1
entlang einer der dort gezeigten Leiterbahnen 3 sein kann.
Die auf dem Substrat 2 angeordnete Leiterbahnen 3 weist eine
erste Schicht 41 auf, die unmittelbar auf dem Substrat 2
aufgebracht ist. Die erste Schicht 41 enthalt im gezeigten
Ausfihrungsbeispiel Kupfer. Alternativ kann die erste Schicht
41 auch Silber enthalten. Beigpielsweise kann die erste
Schicht eine Schichtdicke zwischen 15 pm und 20 pym aufweisen.

Weiterhin weist die Leiterbahn 3 eine zweite, Gold
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enthaltende Schicht 42 auf, die auf der ersten Schicht 41
angeordnet ist und die zuoberst liegende Schicht der
Leiterbahn 3 bildet. Beli der zweiten, Gold enthaltenden
Schicht 42 kann es sich beispielsweise um eine Schicht aus so
genanntem ,direct immersion gold“ (DIG) handeln. Die zweite
Schicht 42 kann zum Beispiel eine Schichtdicke von in etwa 50

nm aufweisen.

Die zweite Schicht 42 weist einen Zuleitungsbereich 421 und
einen Lotbereich 422 auf, wobei die zweite Schicht 42
zwischen dem Zuleitungsbereich 421 und dem Lotbereich 422 in
einem unterbrochenen Bereich 423 unterbrochen ist. Die erste
Schicht 41 der Leiterbahn 3 ist unterhalb des unterbrochenen
Bereichs 423 durchgédngig. Auf dem Lotbereich 422 ist ein Lot
6 in Form eines Lotballs angeordnet, das zur Kontaktierung
eines elektrischen Bauelements dient. Des Weiteren weist die
Tragerplatte 1 ein Via 9 auf, das mit einem elektrisch
leitfahigen Material gefillt ist und mit der Leiterbahn 3
elektrisch leitend verbunden ist. Alternativ zu einem Via
kann sich an einem dem Lotbereich 422 entgegen gesetzten Ende
des Zuleitungsbereichs 421 ein weiterer LoOtbereich
anschlielen, wobei vorzugsweise wiederum ein unterbrochener
Bereich zwischen dem Zuleitungsbereich 421 und dem weiteren

Lotbereich vorhanden ist.

Weiterhin kann die Leiterbahn 3 auch eine dritte Schicht 43,
die zwischen der ersten und der zweiten Schicht 41, 42
angeordnet ist, und optional auch eine vierte Schicht 44, die
zwischen zweiten und der dritten Schicht 42, 43 angeordnet
ist, aufweisen. Beil der auf der ersten Schicht 41, das heiBt
auf der Grundmetallisierung, aufgebrachten Metallisierung aus
dritter und zweiter Schicht 43, 42 oder aus dritter, vierter

und zweiter Schicht 43, 44, 42 kann es sich beispielsweise um
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Ni/Au (electroless nickel / immersion gold, ENIG) oder um
stromlos Ni/Pd/Au (electroless nickel / electroles palladium
/ immersion gold, ENEPIG) handeln. Die dritte Schicht 43 kann
zum Beispiel eine Schichtdicke zwischen 2 um und 4 um
aufweisen und die vierte Schicht 44 kann zum Beispiel eine

Schichtdicke zwischen 0,3 um und 0,5 um aufweisen.

Figur 3 zeigt einen Ausschnitt einer Leiterbahn 3 auf einem
Substrat 2 gemdl einem weiteren Ausfihrungsbeispiel, bei der
es sich beispielsweise um eine Leiterbahn 3 der Tragerplatte
1 aus Figur 1 handeln kann. Die Leiterbahn 3 weist einen
unterbrochenen Bereich 423 auf, der zwischen einem Lotbereich

422 und einem Zuleitungsbereich 421 angeordnet ist.

Bei der hier gezeigten Tragerplatte 1 kann vorteilhafterweise
mittels des unterbrochenen Rereichs 423 der zweiten Schicht
42, also der Gold enthaltenden und fiir eine hohe
Benetzbarkeit verantwortlichen Schicht, die Benetzbarkeit in
diesem Bereich der Leiterbahn 3 verringert werden, so dass
der unterbrochene Bereich 423 als Lotstopp wirkt. Dadurch
kann die hier beschriebene Tragerplatte kostenglinstig
hergestellt werden, da auf teuren Lotstopplack verzichtet

werden kann.

Figur 4 zeigt eine Aufsicht auf eine Vorrichtung 10, die eine
Tragerplatte 1 sowie ein auf der Tréadgerplatte 1 angeordnetes
elektrisches Bauelement 7 umfasst. Das elektrische Bauelement
7 ist nur angedeutet, um die darunter liegenden Strukturen

darstellen zu konnen.

Die Tragerplatte 1 weist ein Substrat 2 und eine Mehrzahl von
Leiterbahnen 3 auf, die jeweils auf dem Substrat 2

aufgebracht sind. Die Leiterbahnen 3 weisen Jjeweils eine
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erste Schicht 41 auf, die unmittelbar auf dem Substrat 2
aufgebracht ist, sowie eine zweite Schicht 42, die auf der
ersten Schicht 41 angeordnet ist. Dabei weisen die zweiten
Schichten 42 jeweils einen Zuleitungsbereich 421 und einen
Lotbereich 422 auf. Die zweiten Schichten 42 sind zwischen
dem Zuleitungsbereich 421 und dem Lotbereich 422 vollstéandig
durch einen unterbrochenen Bereich 423 unterbrochen. Die
Lotbereiche 422 definieren eine Fladche, die einen
Anschlussbereich 8 fiir das elektrische Bauelement 7 bildet.
Das elektrische Rauelement 7 ist mittels Lot 6 mit den
Lotbereichen 422 wverbunden, wodurch das elektrische
Bauelement auf der Tragerplatte 1 befestigt ist.
Beispielsweise kann das elektrische Bauelement 7 eine oder
mehrere Kontaktfldchen aufweisen, mittels deren das
elektrische Bauelement 7 durch das Lot 6 elektrisch leitend
mit den Lotbereichen 422 verbunden ist. Die
Zuleitungsbereiche 421 auBerhalb des Anschlussbereichs 8 sind
frei von Lot 6 und bilden eine Umverdrahtung. Mittels der
unterbrochenen Bereiche 423 der ersten Schichten 41 der
Leiterbahnen 3 kann ein Létstopp flir das auf die Lotbereiche
422 aufgebrachte Lot 6 erzeugt werden. Das elektrische
Bauelement 7 kann beispielsweise ein Halbleiterbauelement,
wie zum Beispiel ein Halbleiterchip in Form eines
oberfldchenmontierbaren Bauelements oder eines Flip-Chips

sein.

Figur 5 zeigt eine schematische Ansicht eines Verfahrens zur
Herstellung einer Tréagerplatte 1, wie sie beigpielsweise in
den vorherigen Ausfihrungsbeispielen gezeigt ist. Dabei wird
in einem ersten Verfahrensschritt 101 eine Tragerplatte 1
bereitgestellt, die ein Substrat 2 und zumindest eine
Leiterbahn 3, die auf dem Substrat 2 aufgebracht ist,

aufweist. Die Leiterbahn 3 weist eine erste Schicht 41 auf,
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die unmittelbar auf dem Substrat aufgebracht ist sowie eine
zweite Schicht 42, die auf der ersten Schicht 41 angeordnet
ist und eine oberste Schicht der Leiterbahn 3 bildet. In
einem weiteren Verfahrensschritt 102 wird ein Bereich der
zweiten Schicht 42 abgetragen, sodass die zweite Schicht 42
zwischen dem Zuleitungsbereich 421 und dem L&tbereich 422
vollstandig unterbrochen ist. Vorzugsweise erfolgt das
Abtragen des Bereichs der zweiten Schicht 42 mittels
Laserablation. Weiterhin ist es mdglich, mittels eines Lasers
auch Bereiche weiterer Schichten 43, 44 unterhalb des
unterbrochenen Bereichs 423 der zweiten Schicht 42 zu
entfernen. Darliber hinaus kann bis auf die erste Schicht 41
durchgelasert werden, so dass zumindest ein Teilbereich
dieser oxidiert und aufgrund resultierender schlechter

Benetzungseigenschaften ebenfalls als Lotstopp wirkt.

Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung des
Verfahrensschritts 102, bei dem Bereiche einer zweiten
Schicht 42, einer dritten Schicht 43 und einer vierten
Schicht 44 mittels eines Laserstrahls 5 abgetragen werden.
Alternativ kann auch nur ein Bereich 423 der zweiten Schicht
42 abgetragen werden oder nur ein Bereich 423 der zweiten
Schicht 42 und ein darunter liegender Bereich der vierten

Schicht 44.

In durchgefiihrten Versuchen konnte gezeigt werden, dass sich
mittels Laserablation sehr selektiv eine oder mehrere fiir
eine Lotbenetzung verantwortliche Schichten im unterbrochenen

Bereich 423 entfernen lassen.

Die in den gezeigten Ausfihrungsbeispielen beschriebenen
Merkmale koénnen gemdl weiteren Ausfithrungsbeispielen auch

miteinander kombiniert sein, auch wenn solche Kombinationen
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nicht explizit in den Figuren gezeigt sind. Alternativ oder
zusdtzlich kénnen die in den Figuren gezeigten
Ausfiihrungsbeispiele weitere Merkmale gemalB den

Ausfiihrungsformen der allgemeinen Beschreibung aufweisen.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfiihrungsbeispiele auf diese beschrankt, sondern umfasst
jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen. Dies
beinhaltet insbesondere jede Kombination von Merkmalen in den
Patentanspriichen, auch wenn dieses Merkmal oder diese
Kombination selbst nicht explizit in den Patentanspriichen

oder Ausfihrungsbeispielen angegeben ist.



10

15

WO 2014/032940

Bezugszeichenliste

41
42
421
422
423
43
44

= W O ~1 O

Tragerplatte

Substrat

Leiterbahn

erste Schicht

zweite Schicht
Zuleitungsbereich
Lotbereich
unterbrochener Bereich
dritte Schicht

vierte Schicht
Laserstrahl

Lot

elektrisches Bauelement
Anschlussbereich

Via

Metallisierung

19

PCT/EP2013/066731



10

15

20

25

30

WO 2014/032940 - 20 - PCT/EP2013/066731

Patentanspriiche

1. Tragerplatte (1) aufweisend ein Substrat (2) und zumindest
eine Leiterbahn (3),

- wobei die Leiterbahn (3) eine erste Schicht (41) aufweist,
die unmittelbar auf dem Substrat (2) aufgebracht ist,

- wobei die Leiterbahn (3) eine zweite Schicht (42) aufweist,
die auf der ersten Schicht (41) angeordnet ist,

- wobei die zweite Schicht (42) einen Zuleitungsbereich (421)
und einen Lotbereich (422) aufweist, und

- wobeil die zweite Schicht (42) zwischen dem
Zuleitungsbereich (421) und dem Lotbereich (422)

vollstandig unterbrochen ist.

2. Tragerplatte nach Anspruch 1, wobei die erste Schicht
unterhalb des unterbrochenen Bereichs (423) durchgangig

ist.

3. Tragerplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobel ein Teil der zweiten Schicht (42) in dem
unterbrochenen Bereich (423) mittels eines Lasers (5H)

abgetragen ist.

4. Tragerplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobeili die Leiterbahn (3) eine dritte Schicht (43)
aufweist, die zwischen der ersten und der zweiten

Schicht (41, 42) angeordnet ist.

5. Tragerplatte nach Anspruch 4, wobei die dritte Schicht
(43) unterhalb des unterbrochenen BRereichs (423)

durchgangig ist.
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6. Tragerplatte nach Anspruch 4, wobei die dritte Schicht
(43) unterhalb des unterbrochenen BRereichs (423)

unterbrochen ist.

7. Tragerplatte nach Anspruch 5, wobei die Leiterbahn (3)
eine vierte Schicht (44) aufweist, die zwischen der
zweiten und der dritten Schicht (42, 43) angeordnet ist,
wobei die vierte Schicht (44) unterhalb des
unterbrochenen Bereichs (423) durchgangig oder

unterbrochen ist.

8. Tragerplatte nach Anspruch 6, wobei die Leiterbahn (3)
eine vierte Schicht (44) aufweist, die zwischen der
ersten und der dritten Schicht (42, 43) angeordnet ist,
wobei die vierte Schicht (44) unterhalb des

unterbrochenen Bereichs (423) unterbrochen ist.

9. Tragerplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei eine durch eine oder mehrere unterbrochene
Schichten freigelegte Schicht der Leiterbahn (3) eine
geringere Benetzbarkeit aufweist als die unmittelbar

dariiber angeordnete Schicht.

10. Tragerplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei der Lotbereich (422) zumindest teilweise von einem

Lot (6) bedeckt ist.

11. Tragerplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei die Tragerplatte (1) frei von Lotstopplack ist.

12. Vorrichtung aufweisend eine Tragerplatte (1) sowie ein
auf der Tragerplatte (1) angeordnetes elektrisches

Bauelement (7),
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wobei die Tragerplatte (1) ein Substrat (2) und eine
Mehrzahl von Leiterbahnen (3) aufweist, die jeweils auf
dem Substrat (2) aufgebracht sind,

wobei die Leiterbahnen (3) jeweils eine erste Schicht (41)
aufweisen, die unmittelbar auf dem Substrat (2)
aufgebracht sind,

wobei die Leiterbahnen (3) Jjeweils eine zweite Schicht (42)
aufweisen, die auf der ersten Schicht (41) angeordnet
sind,

wobei die zweiten Schichten (42) Jjeweils einen
Zuleitungsbereich (421) und einen L&tbereich (422)
aufweisen,

wobei die zweiten Schichten (42) Jjeweils zwischen dem
Zuleitungsbereich (421) und dem Lotbereich (422)
vollstandig unterbrochen sind,

wobel die Lotbereiche (422) eine Flache definieren, die
einen Anschlussbereich (8) fir das elektrische
Bauelement (7) bildet,

wobei das elektrische Bauelement (7) mittels Lot (6) mit
den Lotbereichen (422) verbunden ist, und

wobei die Zuleitungsbereiche (421) auBerhalb des

Anschlussbereichs (8) frei von Lot (6) sind.

Verfahren zur Herstellung einer Tragerplatte (1) nach
einem der Anspriche 1 bis 12 umfassend die folgenden

Schritte:

- Bereitstellen der Tragerplatte (1) aufweisend das Substrat

(2) und zumindest eine Leiterbahn (3), wobeil die
Leiterbahn (3) die erste Schicht (41) aufweist, die
unmittelbar auf dem Substrat (2) aufgebracht ist, sowie
eine zweite Schicht (42), die auf der ersten Schicht

(41) angeordnet ist,
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- Abtragen eines Bereiches der zweiten Schicht (42), so dass
die zweite Schicht (42) zwischen dem Zuleitungsbereich
(421) und dem Ldotbereich (422) vollstadndig unterbrochen

ist.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Abtragen mittels

Laserablation erfolgt.
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